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内容概要

　　《功率晶体管原理》首先介绍Si和SiC材料的基本物理特性、PN结的终端造型技术，并讨论肖特基
二极管、PIN整流二极管、功率晶体管的基本结构与特征参数；然后深入讨论功率MOSFET和IGBT的
元胞结构、阻断特性、正向导通特性、开关特性及其基础工艺。
 《功率晶体管原理》可以作微电子技术与微电子学、电子科学与电子技术、电力电子技术专业本科生
教材或教学参考书。
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第1章　材料参数物理1.1　半导体的晶体结构1.2　能带理论1.3　热平衡载流子1.4　硅中载流子迁移
率1.5　硅的电阻率1.6　寿命1.7　电流方程和连续方程1.8　SiC材料特性及器件工艺特点习题参考文献
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特性4.5　静态阻断特性4.6　达林顿功率晶体管4.7　晶体管的最大耗散功率4.8　二次击穿和安全工作
区4.9　巨型功率晶体管的设计与制造（GTR）分析习题参考文献第5章　功率MOSFET5.1　基本结构
和工作原理5.2　电容—电压特性（C—V特性）5.3　伏安特性5.4　静态阻断特性5.5　正向导通特性5.6
　反向导通特性5.7　频率特性5.8　开关特性5.9　安全工作区5.10　器件结构和工艺5.11　碳化硅功
率MOSFET习题参考文献第6章　绝缘栅双极晶体管6.1　IGBT的结构与工作原理6.2　稳态阻断特性6.3
　正向导通特性6.4　非穿通和穿通型IGBT的I—V特性6.5　闩锁电流密度6.6　安全工作区（S—O—A
）6.7　安全工作区的模拟实验分析6.8　开关特性6.9　开关特性的模拟实验分析6.10　IGBT新结构习题
参考文献
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编辑推荐

　　《功率晶体管原理》主要讨论功率半导体器件集成结构的基本元胞、基本原理和基础工艺等。
全书共6章，第1章为材料参数物理。
讨论半导体材料的晶体结构、能带理论和材料参数。
第2章讨论PN结的击穿和终端造型技术，第3章至第6章分别讨论功率肖特基整流二极管、PIN二极管、
功率晶体管、功率MOSFET和IGBT的结构、工作原理和器件参数，及其制造工艺。
这5类器件是功率器件中最典型的结构。
它们的基本工作原理也是阐述其他功率器件工作原理的基础。
另外还编入了SiC材料特性、SiC器件制造工艺的特点以及研制的进展。
除了不断地改进器件的结构和加工技术之外，寻找制造功率器件的新材料是很重要的。
SiC材料比Si具有禁带宽度大、击穿强度高、热导率高和饱和漂移速度快等优良特性，因此SiC是制造
高频、大功率、耐高温和抗辐射功率器件的理想材料。
 《功率晶体管原理》内容与《晶体管原理》连接，具有从材料参数物理到器件结构、原理和工艺的较
完整的体系。
它可作为微电子技术与微电子学、电子科学与电子技术专业的教材，也可供电力电子技术相关专业的
本科生和研究生参考。
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